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概  要 

 

液晶テレビ、携帯電話には透明導電膜が広く用いられている。この薄膜材料

の光物性はその電子物性の影響も受けるため、この材料開発には電子物性も連

携評価する必要がある。この電子物性と光物性の連携評価を行うことで、透明

導電膜及び反射膜などの薄膜材料の開発は大きく進展される。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

電子物性評価装置としてはホール係数測定装置、光学特性評価装置としては

分光エリプソメータがあり、この電子物性と光学特性を連帯評価し、機能を向

上させた開発例として、ZnO 透明導電膜開発を示す（図-1 参照）。キャリア

濃度と移動度が光学特性に大きく影響を及ぼしている。このように薄膜材料の

電子物性及び光物性の連帯評価は薄膜材料開発に有効な手段である。 

本技術の 

有用性 

本評価技術は太陽電池用の透明導電膜、反射防止膜等の高性能化及び信頼性

向上にも貢献できるため、有用性大である。 

 

 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

適用可能製品 
太陽電池・液晶用薄膜の他、熱電材料・超伝導材料・半導体材料の評価にも

適用できるため、様々な分野での波及が期待されている。 
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成膜条件Ａ 

成膜条件Ｂ 

Al添加ZnO

膜 

 無    提示可    提供可  
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電子物性と光物性の評価・連携を通じて電子・光学材料薄膜の開発に貢献 

～薄膜材料の電子・光物性評価技術～ 

図-1 電子物性  光学特性 を連携させた評価による透明導電膜の機能向上 
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